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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Cjareinrichtung. 

Es sind Induklionskochslellen bekannt mil einer Koch- 
stellenplatte zum Aufslellen eines Kochbehalters und einer 5 
Oder niehreren unter der Kochsiellenplatle angeordneten In- 
duktionsspulen zum induktiven Erhitzen des Behalters. Die 
Kochstellenplatte und die Induktionsspulen sind voneinan- 
der getrennte Bauteile. Die Induktionsspulen sind aus eineni 
im allgemeinen mehrdrahtigen Spulenleiter gewickell und 10 
in der Kegel einlagige Flachspulen (EP-A-0 380 030, EP-A- 
0 722 261). 

Aus DE-C-38 17 438 ist. ein Induktionskochfeld bekannt 
mit einer Kochstellenplatte aus Kunststoff, in die eine In- 
duktionsspule und eine Kuhlschlange einer Flussigkeitskiih- 
lung gemeinsam als flache Spirale eingegossen sind. Der In- 
duktionsspulenleiter ist aus einem Kupfergewebeschlauch 
gebildet, der auf die aus elektrisch isolierenden Material be- 
stehende Kuhlschlange aufgezogen ist. 

Aus EP-A-0 069 298 ist eine Elektrokochplatte bekannt 
mil einem flachen Kochplattenkorper aus Keramik, an des- 
sen Unterseite eine maandertonnig strukturierte Schicht aus 
Widerstandsmaterial aufgebrachl ist, Diese Widerstands- 
schicht wird mit einem elektrischen Strom erhitzt zum Be- 
heizen des Kochplattenkorpers. 

Aus WO 96/09738 ist eine widerstandsbeheizte Koch- 
stelle bekannt mit einer Kochplatte aus einem elektrisch iso- 
lierenden Keramiktrager als Warmesenke, an dessen Unter- 
seite eine maanderformige Widerstandsstruktur zum direk- 
ten elektrischen Beheizen des Keramiktragers angeordnet 
ist. Die Widerstandsstruktur ist in dieser bekannlen Ausfiih- 
rungsform entweder auf den Keramiktrager aufgedampft 
Oder aufgesputtert oder als vorgefertigte, gestanzte Metall- 
folie an den Keramiktrager mit einer AnpreBplatte ange- 
preBt. Der Keramiktrager besteht aus einer Siliciumnitrid- 
Keramik oder einer Siliciumcarbid-Keramik. 

CB-A-2 079 119 offenbartein Induktionskochfeld mit ei- 
ner Cilasplatte auf die drei Induktionsspulen aus elektrisch 
leitendem Material aufgeklebt sind. 

In US-A-3,843,857 ist cin Induktionskochfeld offcnbart 
mit einer Kochfeldplatte aus Keramik oder Glas, an deren 
Unterseite eine Induktionsspule aufgedruckt oder aufge- 
klebt ist. An die Induktionsspule wird ein gepulster Gleich- 
strom cincs cntsprcchcndcn Generators gelcgt. 

Aus US-A-5,369,249 schlieBlich ist eine Induktionshei- 
zung fur ein Induktionskochfeld bekannt mit einer Keramik- 
platte und einer auf der Keramikplatte aufgebrachten und 
durch Photolithographic sunkturierten Kupferspulenstruk- 
tur, an deren zwei Anschlusse ein Hochfrequenzfeld eines 
HF-Oenerators angelegt wird. 

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, eine be- 
sondere Gareinrichtung und ein Herstellverfahren fur eine 
besondere Gareinrichtung anzugeben. 

Diese Aufgabe wird gemaB der Erfindung gelost mit den 
Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 23. ■ 
Die Gareinrichtung gemaB Anspruch 1 umfaBt 

a) wenigstens einen Tragerkorper, 

b) wenigstens eine auf einer Oberflache des Trager- 
korpers angeordnete und in Fomi einer Spirale oder 60 
Spule mit wenigstens einer Windung ausgebildete In- 
duktionssiruktur, 

c) wenigstens eine auf der Oberflache des Tragerkor- 
pers und von der Induktionsstruktur beabstandet ange- 
ordnete Widerstandsstruktur, ^ 

d) einen mit der Widerstandsstruktur elektrisch ver- 
bindbaren Heizgeneralor zum Erzeugen von zum Ga- 
ren verwendbarer Joulescher Verluslwanne in der Wi- 
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derstandsstruktur durch Anlegen einer elektrischen 
Heizspannung an die Widerstandsstruktur und 
e) einen mil der Induktionsstruktur elektrisch verbind- 
baren Induktionsgenerator zum Erzeugen eines niagne- 
tischen Induktionswechselfeldes um die Induktions- 
struktur durch Anlegen einer elektrischen Wechsel- 
spannung an die Induktionsstruktur. 

Unter Gareinrichtung wird eine Einrichtung zum Garen 
von Gargut wie Lebensmitteln und Speisen verstanden. Ga- 
ren umfaBt alle Fonnen der thennischen Zubereitung von 
Lebensmitteln und Speisen, beispielsweise Kochen, Bak- 
ken, Braten, Schmoren, Dunsten, Trocknen oder auch Auf- 
tauen von Speisen, um nur einige zu nennen. Unter einer 
elektrischen Wechselspannung wird jede zeitlich veranderli- 
che elektrische Spannung verstanden. Unter einem magne- 
tischen Induktionswechselfeld wird im Zusammenhang mit 
einer Gareinrichtung eine zeitlich veranderliche und im all- 
gemeinen ortsabhangige (vektorielle) magnetische Induk- 
20 tion verstanden, die in einem elektrischen Leiter, beispiels- 
weise einem Kochtopf oder sonstigen GargutUriiger, Wirbel- 
strome erzeugen kann, wodurch dieser Leiter erhitzt wird. 
Das Induktionswechselfeld wird selbst durch die Wechsel- 
spannung erzeugt, die an die Induktionsstruktur angelegt 
25 wird, so daB ein zeitlich veranderlicher elektrischer Strom 
durch die Induktionsstruktur flieBt. 

Mit der Erfindung wird also eine Universalgareinrichtung 
geschaffen, die die Vorteile des induktiven Garens, insbe- 
sondere das schnelle Aufheizen und das zuverlassige Garen 
30 auch bei schlechten Garguttragerboden, und die Vorteile des 
Widerstandsgarens (elektrische Direktbeheizung, Wider- 
standsbeheizung), insbesondere dessen besserer Wirkungs- 
grad bei Fortkochvorgangen und das zuverlassige Garen 
auch bei nicht ferromagnetischen C}argutU^gem, in sich ver- 
35 eint. So kann beispielsweise die Induktionsheizung und ge- 
gebenenfalls zusatzlich die Widerstandsheizung benutzt 
werden, wenn hohe Heizleistungen erwiinscht sind, bei- 
spielsweise zu Beginn eines CJarvorganges zum schnelleren 
Aufheizen. Andererseits kann aber auch zumindest wahrend 
40 cincr bcstimmtcn Phase cincs Garvorgangcs nur cine Hci- 
zungsart verwendet werden, beispielsweise beim Fortgaren 
nur die energieeffizientere Widerstandsheizung oder bei 
schlechten Boden der Gargutbehalter nur die Induktionshei- 
zung. 

45 Das Verfahren zum Herstellen einer Gareinrichtung ge- 
maB Anspruch 23 umfaBt die folgenden Verfahrensschritte: 

a) Bereitstellen eines Tragerkorpers mit einer Oberfla- 
che, 

50 b) Aufbringen einer in Form einer Spirale oder Spule 
mit wenigstens einer Windung ausgebildeten Indukti- 
onsstruktur (3) zum Erzeugen eines magnetischen In- 
duktionsfeldes 

(B) auf die Oberflache des Tragerkorpers, 
c) Aufbringen einer Widerstandsstruktur zum Erzeu- 
gen Joulescher Wamie auf die Oberflache des Trager- 
korpers. 

Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen der 
Gareinrichtung und des Verfahrens zum Herstellen einer 
Gareinrichtung ergeben sich aus den vom Anspruch 1 bzw. 
Anspruch 23 jeweils abhangigen Anspruchen. 

Das Frequenzspektrum oder die Frequenz der Induktions- 
wechselspannung liegt vorzugsweise hoher als das bzw. die 
der Heizspannung. Bevorzugte Frequenzspektren sind fur 
die Induktionswechselspannung der Mittelfrequenzbereich 
zwischen etwa 20 kHz und etwa 100 kHz und fiir die Heiz- 
spannung ein Niederfrequenzbereich unter 100 Hz, also der 
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Frequenzbereich. in deni iiblicherweise die Netzspannungen 
(iin allgenieinen 50 Hz odcr 60 Hz) oder Gleichspannungen 
liegen. 

Die wenigslens eine Widerslandssiruklur isl. vorzugs- 
weise inaanderloniiig ausgebildei, uni einen hoheren elek- 5 
Irischen Wdersiand und eine gleichmaBigere Beheizung zu 
erreichen. 

Die Widerslandstruktur und die Induktionsstrukiur kon- 
nen aus einer genieinsamen, enlsprechend strukiurierien 
Schichi Oder Folie oder jcweils aus einer separaien, strukiu- lO 
rierien Schichi oder Folie gcbildel sein. 

Vorzugsweise werden die Widerslandssiruklur und/oder 
die Induktionssiruklur an der Oberflache des Tragerkorpers 
haflend, d. h. niirdem Tragerkorper durch Adhasion (Adha- 
sionskrafie) verbunden, ausgebildel bzw. hergestelli. Dazu I5 
eignen sich insbesondere therniisches Aufdanipfen, ein 
SputlerprozeB oder auch Aufdrucken der Schicht sowie ein 
Anpressen oder AulTcleben der Folie, wobei es zweckinaBig 
isl, fur alle Sirukiuren dieselbe ProzeBtechnologie zu ver- 
wenden. 20 

Die Widerslandssiruklur und/oder die Induktionsstrukiur 
konnen aber auch durch einen vorgegebenen AnpneBdruck 
an der Oberflache des Tragerkorpers gehallen sein. 

In einer vorteilhaften Ausfuhrungsfomi der Gareinrich- 
tung bestehi der Tragerkorper aus warnieleitendem Material 25 
und weist eine von der genannien Oberflache abgewandle 
weiiere Oberflache auf, die unmittelbar gegenuberliegend 
zu der Widerstandsstruktur und der Induklionsstruktur als 
Aufstellflache zuni Aufsiellen von Garguttragern oder Gar- 
gutbehaltem ausgebildetist. 30 

Der Tragerkorper kann in einer weiteren Ausfiihrungs- 
fonn auch aus mehreren Teiltragerkorpern zusanimenge- 
selzt sein, die jeweils einen Teil der Induktionsstrukiur und/ 
Oder der Widerstandsstruktur tragen. Die einzelnen Teile der 
Induklionssu-uktur bzw. Widerslandssiruklur sind dann elek- 35 
trisch miteinander verbunden. 

In einer besonderen Ausfuhrungsform sind die Indukti- 
onsstrukiur und/oder die Widerstandsstruktur mil einer 
Schuizschichi uberzogen. Die Sirukiuren konnen dann auch 
dirckt an der Aufstellflache des Tragerkorpers angcordncl 40 
sein. 

Der Tragerkorper besleht vorzugsweise zuinindest an der 
Oberflache, auf der die Induklionsstruktur und die Wider- 
standsstruktur angcordncl sind, aus clcktrisch isolicrcndcm 
Material und insbesondere aus einem Glas, einer Glaskera- 45 
niik Oder einer Kerainik, insbesondere einer Siliciumnilrid- 
Keramik oder einer Siliciunicarbid-Keraiiiik. 

In einer vorteilhaften Weilerbildung werden zusatzliche 
Mittel zum Erfassen von GarprozeBgroBen wie Temperalur 
Oder Vorhandensein von Garguttragern vorgesehen. In einer 50 
erslen Ausfuhrungsfonn wird die Induktionssiruklur und/ 
Oder die Widerstandsstruktur in einer Doppelfunktion auch 
als Sensor zuin Messen einer ProzeBgroBe beim Garen ver- 
wendel. Dazu wird die Siruklur zusatzlich mil einer MeBein- 
richtung verbunden, die die Siruktur mil einer MeBspan- 55 
nung Oder eineni MeBstroni versorgt und aus der zugleich 
gemessenen Inipedanz der die gewiinschte ProzeBgroBe be- 
stimnit. Die MeBspannung liegt insbesondere in einein 
Hochfrequenzbereich oberhalb 100 kHz, vorzugsweise bei 
elwa 300 kHz. In einer zweiien Ausfuhrungsfomi wird we- 60 
nigstens eine zusatzliche MeBslxuktur auf der Oberflache 
des Tragerkorpers von der Induktionsstrukiur und der Wi- 
derslandssiruklur beabsiandel angeordnei und diese MeB- 
strukiur zuni Erfassen einer ProzeBgroBe fiir einen Garpro- 
zeB mil einer MeBeinrichiung verbunden, die eine MeBspan- 65 
nung Oder einen MeBsirom an die MeBslruki.ur anlegt und 
die Inipedanz der MeBsiruktur als MaB fur die ProzeBgroBe 
emiiltell. Beispielsweise kann die Indukiiviiai oder Kapazi- 
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tat der MeBsiruktur bzw. der Induklionsstruktur bzw. der 
Widerslandssiruklur als MaB dafiir herangezogen werden, 
ob sich ein Gargulirager oder Gargulbehaller im Bereich des 
Tragerkorpers befindel oder nichi, oder der ohnische Wider- 
stand der MeBsiruktur bzw. der Induktionssiruklur bzw. der 
Widerslandssiruklur als MaB liir eine Temperalur an dein 
Tragerkorper. 

Zum Steuem des Garprozesses ist femer vorzugsweise 
eine Sleuerein rich lung vorgesehen, die beim Angaren (Auf- 
heizen) nur die Induktionssiruklur mil der Induktionswech- 
selspannung des Induktionsgeneraiors oder die Induktions- 
siruklur und die Widerslandssiruklur mil der Induklions- 
wcchsel span nung des Induktionsgeneraiors bzw. der Heiz- 
spannung des Heizgeneralors versorgt und nach Beendigung 
des Angarens zuni Fongaren nur die Wdersiandssirukiur 
milder Heizspannung des Heizgeneralors versorgt. Dadurch 
werden die kurzere Ankochzeil (geringe themiische Trag- 
heil) der Indukiionsbeheizung beim Ankochen und die ge- 
ringeren Verlusie (hoherer Wirkungsgrad) der Widersiands- 
beheizung beim Forikochen vorteilhafl ausgenutzi. 

Die Sleuerein rich lung versorgt in einer Weilerbildung die 
Induktionsstrukiur mil der Induklionswechselspannung des 
Indukiionsgenerators und/oder die Widerstandsstruktur mil 
der Heizspannung des Heizgeneralors nur dann, wenn die 
MeBeinrichiung das Vorhandensein eines Garguttragers 
oder Gargutbehalters erkannt hat. 

In einer Ausfuhrungsfomi als Mehrzonenkochstelle sind 
wenigslens eine Widerslandstruktur und wenigslens eine In- 
duktionssiruklur in zueinander wenigslens annahemd kon- 
zentrischen Teilzonen der Oberflache des Tragerkorpers an- 
geordnei. Vorzugsweise sind enlweder in einer Innenzone 
eine Induklionsstruktur und in einer die Innenzone umge- 
benden auBeren Teilzone wenigslens eine Widerslandssiruk- 
lur Oder in einem inneren Teilbereich eine ersie Wider- 
standsstruktur, in einem auBeren Teilbereich eine zweite Wi- 
derstandsstruktur und in einem dazwischenliegenden mitde- 
ren Teilbereich eine Induklionsstruktur angeordnei. In bei- 
den Fallen reicht die Induktionsstrukiur nichi bis zum Rand 
der Kochzone, so daB Sireufelder reduziert werden. 

Zur wcitcrcn Erlaulcrung der Erfindung wird auf die 
Zeichnungen Bezug genommen, in denen Ausfiihrungsbei- 
spiele einer Gareinrichlung jeweils schemadsch dargestellt 
sind. Es zeigen: 

Fig. 1 cine Gareinrichlung mil einer widcrstandsbchciz- 
ten Innenzone und einer induknonsbeheizten AuBenzone in 
einer Draufsicht, 

Fig, 2 eine Gareinrichlung mil einer widerstandsbeheiz- 
len Innenzone und AuBenzone und einer induktionsbeheiz- 
ten Zwischenzone, 

Fig. 3 eine Gareinrichlung mil einer induktionsbeheizlen 
Innenzone und einer widerslandsbeheizten AuBenzone so- 
wie einer MeBsiruktur, 

Fig. 4 eine Gareinrichlung mil einer aus einer Metall- 
schichi sirukturierten Induktionssiruklur und Widerstands- 
struktur auf einem Tragerkorper in einem QuerschnitU und 

Fig. 5 eine Gareinrichlung mil einer aus einer Melallfolie 
gebildeten Induklionsstruktur und einer aus einer weiteren 
Melallfolie gebildeten Widerslandssiruklur auf einem Tra- 
gerkorper in einer Explosionsdarsiellung in einem Quer- 
schnitl. 

Einander en tsprechende Teile sind in den Fig. 1 bis 5 mil 
denselben Bezugszeichen versehen. 

Die Fig. 1 zeigi ein Ausfuhrungsbeispiel einer Garein- 
richlung mil einem vorzugsweise im wesenllichen platlen- 
fonnigen Tragerkorper (Subsiral) 2, auf dessen ersler Ober- 
flache 20 in einer Innenheizzone eine Widerslandstruktur 4 
und in einer die Innenheizzone, beispielsweise konzenirisch. 
umschlieBenden AuBenheizzone eine Induktionsstrukiur 5 
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angeordnet sind. Die Innenheizzone und die AuBenheizzone 
bilden vorzugsweise eine Kochzone oder Kochstelle. Insbe- 
sondere konnen an dem Tragerkorper 2 mehrere Kochzonen 
zuni Aufslellen von Gargeschirr ausgebildel sein (Koch- 
mulde, Kochfeld). 

Die Widerstandsslruktur (Heizwiderstandselement) 4 isl. 
zur Widerstandsbeheizung des Tragerkorpers 2 vorgesehen 
und weist dazu eine Leiterbahn mil zwei an deren Enden lie- 
genden Anschlusse 42 und 43 auf, die mit einem Heizgene- 
rator 10' iiber bespielsweise angelotete eiektrische Leitun- 
gen elekirisch verbunden oder verbindbar sind. Bei Aniegen 
einer Heizspannung Undes Heizgenerators 10', vorzugs- 
weise einer niederfrequenten Wechselspannung, insbeson- 
dere Netzspannung mit 50 Hz (230 V oder 400 V), flieBt 
durch die Leiterbahn der Widerstandsstruktur 4 ein elektri- 
scher Heizstroni Ir = Ur/R mit dem elektrischen (ohm- 
schen) Widerstand R der Widerstandsstruktur 4. Dieser 
Heizstrom Ir bewirkt eine eiektrische Verlustleistung (Jou- 
lesche Verlustleistung) R Ir", die zu einer Aufheizung der 
Widerstandsstruktur 4 fuhrt und zum Garen von Gargut ver- 
wendet wird. Der Widerstand R der Widerstandsstruktur 4 
wird geniaB der Beziehung R = p 1/A durch den spezihschen 
Widerstand p des Materials der Widerstandstruktur 4, die 
Lange I der Widerstandsstruktur 4 zwischen den beiden An- 
schliissen 42 und 43 und den Querschnitt A der Wider- 
standsstruktur 4 besti mm t. Urn auch auf einem kleinen VcW- 
bereich der Oberflache 20 eine ausreichende Heizleistung zu 
erzielen, konnen also bei einem vorgegebenen Material fur 
die Widerstandsstruktur 4 und bei einer vorgegebenen Heiz- 
spannung Ur des Heizgenerators 10' die T.ange 1 der Leiter- 
bahn der Widerstandsstruktur 4 durch Maandrierung ent- 
sprechend groB und/oder der Querschnitt der Leiterbahn 
entsprechend klein ausgelegt werden. 

Die in der Widerstandsstruktur 4 freigesetzte thermische 
Energie kann direkt auf einen Garguttrager mit dem Gargut 
ubertragen werden, wenn die Oberflache 20 des Tragerkor- 
pers 2 als Aufstellflache fur den Garguttrager vorgesehen 
wird. Der IVagerkorper 2 wird dann vorzugsweise aus einem 
thermisch schlecht leitenden Material gebildet. 

Im allgcmcincn wird jcdoch als Aufstellflache fur die 
Garguttrager eine von der Oberflache 20 abgewandte Ober- 
flache des Tragerkorpers 2 vorgesehen. Die von der Wider- 
standsstruktur 4 in den mit der Widerstandsstruktur 4 ther- 
misch gckoppcltcn (in unmittclbarcm thcrmischcn Kontakt 
stehenden) Tragerkorper 2 ubertragene Wanne wird dann 
durch den Tragerkorper 2 zur Aufstellflache geleitet. Der 
Tragerkorper 2 wird in dieser Ausfuhrungsionn aus einem 
thermisch leitfahigen (warmeleitenden) Material gebildet. 

Die Induktionsstruktur 5 in der AuBenheizzone isl mit ei- 
ner Leiterbahn gebildet, die die Widerstandsstruktur 4 in der 
Innenheizzone in Gestalt einer Flachspule oder Spirale um- 
gibt und an ihren Enden jeweils einen elektrischen AnschluB 
52 bzw. 53 aufweist. Zur elektrischen Isolation von Indukti- 
onsstruktur 5 und Widerstandsstruktur 4 ist zwischen beiden 
ein ausreichender Abstand eingehalten und der Tragerkor- 
per 2 aus elektrisch isolierendem Material gebildet. An die 
beiden Anschlusse 52 und 53 der Induktionsstruktur 5 sind 
eiektrische Leitungen angeschlossen, beispielsweise durch 
Loten, zum elektrischen Verbinden der Induktionsstruktur 5 
mit einem Induktions- und MeBgenerator 11' Der Indukti- 
ons- und MeBgenerator 11' erzeugt in einer Heizbetriebsart 
eine zeitlich veranderliche Induktionsspannung Ui und in ei- 
ner MeBbetriebsart eine MeBspannung Um . 

Bei Anliegen der Induktionsspannung Ui an der Indukti- 
onsstruktur 5 flieBt in dieser ein von der Impedanz der In- 
duktionsstruktur 5 abhangender zeidich veranderlicher 
Strom, der wiederum um die Induktionsstruktur 5 einen zeit- 
lich veranderlichen magnetischen FluB bzw. ein sich mit der 


Zeit andemdes magnetisches Induktionsfeld erzeugt, das 
von der Indukti vital, insbesondere der Zahl der Windungen, 
der Induktionsstruktur 5 abhangt . B mit entsprechenden Fre- 
quenzen. Wenn nun in dieses Induktionsfeld B ein elektrisch 
5 leitender, ferromagnetischer Garguttrager wic beispiels- 
weise Gargeschirr, gebracht wird, so werden in dem Gargut- 
trager Wirbelsironie induziert, deren Energie in Warme im 
Garguttrager umgewandelt wird. Diese Warme wird nun 
dem Gargut im oder auf dem Garguttrager zugefiihrt. Die 
10 enlsprechende Energie wird dem Induktions- und MeBgene- 
rator 11' entzogen. Die Induktionsspannung Uj ist insbeson- 
dere eine niittelfrequente Wechselspannung niit einer Fre- 
quenz zwischen etwa 20 kHz und etwa 100 kHz, vorzugs- 
weise wenigstens 25 kHz, welche eine periodisch wech- 
15 selnde Polaritat oder auch periodische Pulse gleicher Polari- 
tat aufweisen kann. 

Im MeBbelrieb wird die Induktionsstruktur 5 als Sensor 
verwendet, indem eine MeBspannung Um des Induktions- 
und MeBgenerators 11', zwischen den beiden Anschlussen 
20 52 und 53 der Induktionsstruktur 5 angelegt wird und die 
Impedanz oder eine Impedanziinderung der Induktions- 
struktur 5 gemessen (erfaBt) wird, beispielsweise mithilfe 
einer Vierpolmessung oder einer MeBoszillatorschaltung. 
Die Impedanz der Struktur 3 liefert namlich Informationen 
25 uber bestimmte ProzeBgroBen des Garprozesses. So kann 
eine Anderung des ohmschen Widerslandes der Induktions- 
struktur 5 als MaB fur eine Temperaturanderung an dem Tra- 
gerkorper 2 und eine Anderung der Induktivitat der Indukti- 
onsstruktur 5 als MaB fur eine Annalierung oder Entfemung 
30 eines Garguttragers (Topferkennung) herange7x>gen werden. 
Insbesondere zur Topferkennung wird die Induktionssu-uk- 
tur 5 mit einer hochfrequenten MeBspannung UM iiber 
100 kHz, typischerweise 300 kHz, versorgt. Die Induktions- 
struktur 5 erzeugt dadurch durch Induktion um sich ein ma- 
35 gnetisches MeBfeld, das durch das Einbringen des Gargut- 
tragers geandert wird. Diese Feldanderung kann als Ande- 
rung der Induktivitat der Induktionsstruktur 3 detektiert 
werden. Ein Schwellwertdetektor einer nicht dargestellten 
Steuereinrichtung vergleicht die gemessene Indukdvitat mit 
40 cincm vorgegebenen SchwcUwcrt und schaltct abhangig 
vom Unterschreiten oder Uberschreiten des Schwellwertes 
den Heizgenerator 10' und/oder den Induktion sgenerator 11' 
nur ein oder halt diesen an die Widerstandssuruktur 4 bzw, 
die Induktionsstruktur 4 angcschlosscn, wenn bzw. solangc 
45 sich ein Garguttrager auf der Kochstelle befindet. 

Wenn nun zusatzlich uber eine Bedieneinrichtung meh- 
rere Kochslufen auswahlbar und eine Ankochslufe auswahl- 
bar oder autoniatisch einstellbar sind, so kann die Steuerein- 
richtung in einer besonders vorteilhaften Ausfiihrungsfonn 
50 zunachst zum Ankochen nur den Induktionsgenerator 11' 
und gegebenenfalls zusatzlich den Heizgenerator 10' mit der 
Indukdonsstruktur 5 bzw. der Widerstandsstruktur 4 verbin- 
den und nach Beendigung des Ankochens zum Fortkochen 
mit der ausgewahlten Kochstufe nur den Heizgenerator 10' 
55 mit der Widerstandsstruktur 4 verbinden. Dadurch werden 
die kurzere Ankochzeit (geringe thennische Tragheit) der 
Induktionsbeheizung beim Ankochen und die geringeren 
Verluste (hoherer Wirkungsgrad) der Widerstandsbeheizung 
beim Fortkochen vorteilhaft ausgenutzt. 
60 Die Steuereinrichtung verbindet in einer besonderen Aus- 
fuhrungsform den Heizgenerator 10' und/oder den Indukti- 
onsgenerator 11' erst dann mit der entsprechenden Struktur 4 
bzw. 5, wenn der Induktions- und MeBgenerator 11' als 
MeBeinrichtung das Vorhandensein eines Garguttragers re- 
65 gistriert hat. Die MeBspannung kann auch wahrend des An- 
legens der Induktionswechselspannung an der Induktions- 
struktur 5 angeschlossen bleiben zum Uberwachen der Pro- 
zeBgroBen auch wahrend des Garens. 
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Fig. 2 zeigi eine Weiterbildung der Ausfuhrungsfonn der 
Gareinrichlung geinaB Fig. 1, bci der urn die Induktions- 
stxukiur 5 in einer weiieren Heizzone eine weiiere Wider- 
slandsslrukiur 6, die beispielsweise einfach ringl'ormig aus- 
gebildel ist, angeordnei isl (Dreizonen- oder Dreikreiskoch- 5 
stelle Oder -kochzone). Ein Heizgeneraior 10 versorgl die 
zweite Widersiandssrrukiur 6 durch Anlegen einer Heiz- 
spannung Ur2 an zwei Anschlusse 62 und 63 der Wider- 
standsstruktur 6 mil einer Heizleistung. Die Heizspannung 
des Heizgeneraiors 10 fur die ersle WiderstandsstrukUir 4 in 10 
der Innenheizzone isl mil Uri bezeichnei. Die zwischen den 
beiden Widerslandssirukiuren 4 und 6 angeordnele Indukli- 
onssiTuktur 5 wird von eineni Induktionsgeneralor 11 mil 
der Induktionsspannung Uj versorgl. 

Wahrend in den Ausfuhrungsbeispielen gemaB Fig. 1 und 15 
Fig. 2 jeweils eine WidersLandsslruklur ini Zenirum (Innen- 
heizzone) der Kochsielle angeordnet ist, zeigl Fig. 3 eine 
Ausfiihrungsfonn mit einer flachspulenforniigen Indukii- 
onsstruktur 3 in einer Innenheizzone der Kochsielle und ei- 
ner die Induklionssiruktur 3 uiugebenden Widerstandsslruk- 20 
tur 7 in einer AuBenheizzone (Zweizonenkochstelle) . Diese 
Ausfuhrungslorni ist besonders vorteilhati, da die Streufel- 
der der Indukiionsstruklur 3 reduzieri werden. Die Indukli- 
onssiruktur 3 weist eine spiralfbniiige Leilerbahn (Rander 
jeweils mil ei ner Linie gezeichnel) mil zwei Anschlussen 32 25 
und 33 auf und die Widersiandsstruktur 8 eine T^eiterbahn 
(mit einfacher Linie gezeichnel) mit zwei Anschlussen 82 
und 83. Die Leiterbalin der Widersiandsstruktur 8 verlauft in 
Gestalt eines fast geschlossenen Doppelringes. 

Zusatzlich zu den Heizstrukturen 3 und 8 ist in Fig. 3 30 
auch eine MeBsu-uklur 7 dargestelli mit zwei MeBanschlus- 
sen 72 und 73. An diese MeBstruklur 7 kann nun analog zu 
dem anhand Fig. 2 beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel eine 
MeBspannung einer MeBeinrichlung angelegtund dielmpe- 
danz der MeBsiruktur als MaB fur die Temperatur an dem 35 
Tragerkorper 2 wahrend des Garens, beispielsweise fur eine 
Temperaturregelung oder einen Obertemperaturschutz, oder 
fur eine Topferkennung gemessen werden. Es konnen natur- 
lich auch separate Mefistrukturen mit zugeordneten MeBein- 
richtungcn fiir vcrschicdcnc ProzcBgroficn wic Temperatur 40 
Oder Topferkennung vorgesehen sein. 

Bei alien Ausfuhrungsfonnen der spulenformigen Induk- 
tionsstrukiuren 3 und 5 kann auch nur eine Windung vorge- 
sehen scin. 

Die Gareinrichlung gemaB Fig. 4 umfaBt einen Trager- 45 
korper 2 mil einer vorzugsweise flachen ersten Oberflache 
20 und einer vorzugsweise wenigslens anniUiemd parallel 
zur ersten Oberflache 20 gerichteten und von der ersten 
Oberflache 20 abgewandten zweiten Oberflache 21 als Auf- 
stellflache fur Gargutlrager oder Gargutbehalter. Auf der er- 50 
sten Oberflache 20 des Tragerkorpers 2 sind in unmiiielba- 
rem Kontakt zur ersten Oberflache 20 in eineni Innenbereich 
eine Widersiandsstruktur 4' und in einem AuBenbereich von 
der Widersiandsstruktur 4' beabstandei eine Induklions- 
siruktur 5', angeordnei. Beide Slrukturen 4' und 5', sind je- 55 
weiis mil einer Leilerbahn gebildeu deren Querschnitie je- 
weils schraffiert dargestelli sind. 

Die Widerstandssirukiur 4' und die Induklionssiruktur 5* 
konnen in einer Ausfuhrungsfomi aus einer in einem Ver- 
fahrensschritl auf die Oberflache 20 des Tragerkorpers 2 60 
aufgebrachlen elektrisch leilenden Schichl, insbesondere ei- 
ner Metallschicht, strukturiert sein und besiehen dann aus 
demseiben Material. Die gewunschten Inipedanzen der 
Slrukturen 4* und 5' werden dann uber deren geometrische 
Abmessungen eingestelll. 65 

In einer anderen Ausfiihrungsfonn werden in zwei ge- 
trennien Vcrfahrensschritten jeweils eine Schicht fiir die bei- 
den Strukturen 4' und 5' auf die Oberflache 20 des Trager- 


korpers 2 aufgebrachi und die Slrukturen 4" und 5* zur Bil- 
dung der enisprechenden Leilerbahn jeweils aus der zugeho- 
rigen Schicht sirukruriert. In dieser Ausfuhrungsfomi kon- 
nen auch unierschiedliche Maierialien fiir die Widerstands- 
sirukiur 4' und die Induklionssiruktur 5' verwendel werden. 

Zum Aufbringen der Schichl bzw. Schichten konnen alle 
geeigneien bekannlen Prozesse aus der Dunnschichi- oder 
Dickschichiiechnologie verwendel werden, insbesondere 
thermisches Aufdampfen, vorzugsweise im Vakuum, ein 
Spunerverfahren, ein mechanisches Druckverfahren (Auf- 
drucken), ein Loiverlahren, ein Aufschmelzverfahren oder 
auch Auflegieren des Materials der Schichl auf die Oberfla- 
che 20 des Tragerkorpers 2. Besonders geeignete Verfahren 
werden in Abhangigkeit von den Materialien der Schicht 
und des Tragerkorpers 2 gewahlt. Den genannten Verfahren 
isl gemeinsani, daB die Leilerschichl an der Oberflache 20 
des Tragerkorpers 2 haftet (adhasive Verbindung) Die Dicke 
der auf den Tragerkorper 2 aufgebrachlen Schichten fiir die 
Slrukturen 4' und 5' liegi im allgemeinen zwischen etwa 
200 nm und ei wa 1mm, insbesondere zwischen etwa 
700 nm und etwa 500 pm und vorzugsweise zwischen 1 |im 
und et wa 100 pm. 

Auch zuiii Slrukturieren der aufgebrachlen Schicht bzw. 
Schichten konnen gangige Suukturierverfahren verwendel 
werden wie Lithographieverfahren, insbesondere Phoioli- 
thographie, mil geeigneien !S4asken und Atzverfahren ( Trok- 
kenaizen oder NaBatzen) zum Wegalzen des Meialls oder 
anderen Materials derart, daB nur die Leilerbahn slehen- 
bleibt. 

Fig. 5 7.eigl eine Ausfuhrungsfomi einer Gareinrichlung, 
bei der eine vorgefenigie Widersiandsstruktur 4" und eine 
vorgefertigle Indukiionsstruklur 5" auf die erste Oberflache 
20 des Tragerkorpers 2 in Richtung der dargestellten Pfeile 
aufgebrachi werden. Die Strukturen 4" und 5" sind vorzugs- 
weise mit jeweils einer vorsuoikturierten, insbesondere 
durch Stanzen hergestellten MetallfoUe gebildet, die jeweils 
zwei Kontakte (Anschlusse) aufweist. Die Dicke der Metall- 
folien wird im allgemeinen zwischen etwa 0,8 pm und etwa 
5 mm eingestelll und kann insbesondere fiir Widersiands- 
struktur 4", und Indukiionsstruklur 5" untcrschicdlich groB 
sein, vorzugsweise kleiner fur die Widersiandsstruktur 4" 
Die vorgefertigten Metallfolien der Widerstandssirukiur 4" 
und der Induklionssiruktur 5" werden in einer ersten Alter- 
native auf die Oberflache 20 untcr einem mcchanischcn 
Druck aufgepreBt, so daB die Metallfolie an dieser Oberfla- 
che 20 haftet, oder auch unter einem im allgemeinen leichte- 
ren Druck mil Hilfe von nichi dargestellten AnpreBmilteln, 
beispielsweise einer AnpreBplatte, fest an der Oberflache 20 
gehalten. Im letzieren Fall ist die Verbindung des Tragerkor- 
pers 2 mit den Strukturen 4" und 5" losbar. In einer bevor- 
zugien Ausfuhrungsfonn werden die Slrukturen 4" und 5" 
mil Hilfe eines Klebers auf die Oberflache 20 des Tragerkor- 
pers 2 aufgeklebi. 

Der Tragerkorper 2 besieht in alien Ausfiihrungsfomien 
vorzugsweise aus einer Keramik und weist im allgemeinen 
eine Dicke von zwischen etwa 1 mm und etwa 20 imii auf. 
Als Keramik eignet sich insbesondere eine Siiiciumnitrid- 
Keramik oder auch eine, vorzugsweise elektrisch isolie- 
rende, Siliciumcarbid-Keramik. Insbesondere in diesen 
Ausfiihrungsfonnen kann die Induklionssiruktur 3 auch mil 
elektrisch leilendem Polysilicium (polykrisiallinem Sili- 
ciunO gebildet sein. Die genannten Keramiken weisen eine 
relativ groBe Warmeleilfahigkeit auf. 

Als Material fiir die Strukturen 3 bis 8 gemaB den Fig, 1 
bis 5 kann insbesondere ein elementares Mel all wie bei- 
spielsweise Kupfer (Cu), Nickel (Ni), Aluminium (Al), Ti- 
tan (Ti) Molybdan (Mo), oder Chrom (Cr)oder eine Meiall- 
legierung aus zwei oder mehr meiallischen Komponenten, 
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insbesonders der vorgenannten Metalle, verwendei werden, 
Ferner kann auch aus einer Metallverbindung wie yorzugs- 
weise eineni Melallnitrid, bei spiels weise Titannitnd, oder 
eineiu Metallcarbid, insbesondere Wolframcarbid oder Tan- 
talcarbid, verwendet werden. ^ 

An der Oberflache 20 des Tragerkorpers 2 konnen zusatz- 
lich auch Kompensationswicklungen zum Kompensieren 
von Induktionsstreufeldern angeordnet sein. 

Die Gareinrichtung kann auch mehrere Tragerkorper oder 
Teiltragerkorper umfassen, die jeweils eine oder mehrere lO 
Widersiands- und/oder Induktionsstxukiuren oder Tcile von 
solchen Strukluren tragen. Die einzelnen Tcile einer Slruk- 
tur werden dann elektrisch miteinander verbunden, bei- 
spielsweise verlovet. 

In einer nichi dargeslellien Ausfuhrungsform konnen die is 
Induktionsstrukturen und Widerstandsstrukturen auch nut 
einer Passivierungsschichi zum Schutz vor chemischen Re- 
aktionen mit der Umgebung insbesondere zum Schutz vor 
Oxidation, uberzogen werden. Eine seiche Schicht kann 
auch zusatziich elektrisch isolierend sein, wenn die Struklu- 20 
ren an der Aufstellflache vorgesehen werden und das Koch- 
geschirr auf die Strukluren aufgestellt wird. 

Ferner konnen auch nicht. dargesteUte femtische Ab- 
schlusse zum Fiihren des Magnetfelds und Unterdriicken 
von Streufeldem der Stxuktur 3 im Induktionsbetneb zuge- 25 
ordnet. sein. 


Palenlanspriiche 


30 


1 . Gareinrichtung mit 

a) wenigslens einem Tragerkorper (2), 

b) wenigslens einer auf einer Oberflache (20) des 
Tragerkorpers (2) angeordneten und in Form einer 
Spirale oder Spuie mit wenigstens einer Windung 
ausgebildeten Induktionsstruktur (3, 5, 5', 5"), 35 

c) wenigslens einer auf der Oberflache (20) des 
Tragerkorpers von der InduktionssU^ktur beab- 
standet angeordneten Widerslandsstruktur (8, 4, 
4", 4") 

d) cincm mit der WidcrstandssU^klur elektrisch 40 
verbindbaren Heizgenerator (10, 10') zum Erzeu- 
gen von Joulescher Verlustwarme in der Wider- 
slandsstruktur durch Anlegen einer elekurischen 
Hcizspannung (Ur) an die Widcrstandssu^ktur 
und mit 

e) einem mit der Induktionsstruktur elekmsch 
verbindbaren Induktionsgeneralor (11, 11') zum 
Erzeugen eines magnetischen Induktionswechsel- 
feldes (B) um die Induktionsstruktur ,durch Anle- 
gen einer elektrischen Wechselspannung (Ui) an so 
die Induktionsstruktur. 

2. Gareinrichtung nach Anspruch 1, bei der die wenig- 
slens eine Widerslandsstruktur (4, 5) maanderformig 
ausgebildet isi. 

3. Gareinrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 55 
bei der die WiderstandsU-uktur (4") und die Induktions- 
struktur (5') aus einer gemeinsamen, entsprechend 
strukiurierten Schicht oder Folic gebildet sind. 

4. Gareinrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
bei der die Widerst andstruktur (4") und die Induktions- 60 
struktur (5") aus verschiedenen, jeweils getrennt simk- 
turierten Schichten oder Folien gebildet sind. 

5. Gareinrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, bei der die Widerslandsstruktur (4') und/oder 
die Induktionsstruktur (5') an der Oberflache (20) des 65 
Tragerkorpers (2) haften bzw. haftet. 

6. Gareinrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, bei der die Widerslandsstruktur (4") und/oder 


die Induktionsstruktur (5") durch einen vorgegebenen 
AnpreB-dmck an der Oberflache (20) des Tragerkor- 
pers (2) gehallen sind bzw. ist. 

7 Gareinrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, bei der der Tragerkorper (2) aus thennisch 
leilfahigein Material besteht und eine von der genann- 
ten Oberflache (20) abgewandte weitere Oberflache 
(21) aufweist, die unmittelbar gegenuberliegend zu der 
Widerslandsstruktur und der Induktionsstruktur als 
Aufstellflache zum Aufstellen von GargutUragem oder 
Gargutbehaltem ausgebildet ist. 

8. Gareinrichtung nach einem der^prhergehenden An- 
spruche, bei der die Induktionsstruktur und/oder die 
WiderslandssUTiklur mil einer Schulzschichl uberzo- 
gen sind. . J A 
9 Gareinrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, bei der der Tragerkorper (2) zumindest an der 
Oberflache (20), auf der die Induktionsstruktur und die 
Widerslandsstruktur angeordnet sind, aus elektrisch 
isolierendem Material besteht. 

10. Gareinrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, bei der der Tragerkorper (2) aus einem 
Glas, einer Glaskeramik oder einer Keramik, insbeson- 
dere einer Siliciumnitrid-Keramik oder einer Silicium- 
carbid-Keramik, besteht. 

n Gareinrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, bei der die elekunsche Wechselspannung 
(Ui) des Induktionsgenerators (11) hohere Frequenzan- 
teile aufweist als die elektrische Heizspannung (Ur) 
des Heizgenerators (10) 

12 Gareinrichtung nach Anspruch 1 1 , bei der die elek- 
trische Heizspannung (Ur) des ,Heizgeneralors (10) 
Frequenzanteile unterhalb von 100 Hz, vorzugsweise 
die vorgegebenen Netzfrequenz eines Stromversor- 
gungsnetzes, aufweist. 

13. Gareinrichtung nach Anspruch 11 oder Anspruch 
12 bei der die Frequenzanteile der elekurischen Wech- 
selspannung (Ih) des Induktionsgenerators (11) zwi- 
schen etwa 20 kHz und etwa 100 kHz, vorzugsweise 
ubcr etwa 25 kHz, licgcn. 

14. Gareinrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche mil einer ebenfaUs auf der Oberflache (20) 
des Tragericorpers (2) und von der Induktionssu^ktur 
(3) und der Widerslandsstruktur (4, 5) bcabstandct an- 
geordneten MeBstruktur (7) und mit einer mit der MeB- 
suruktur (7) elektrisch verbindbaren MeBeinnchlung 
(12) zum Erfassen einer ProzeBgroBe fiir einen Garpro- 
zeB durch Anlegen einer MeBspannung (Um) oder ei- 
nes MeBsU-oines an die MeBsU-uktur (7) und Messen 
der Impedanz der MeBsUnjktur (7) als MaB fur die Pro- 
zeBgroBe. 

15. Gareinrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche mit einer mit der Induktionsstruktur (5) 
und/oder der Widerslandsstruktur elektrisch verbind- 
baren MeBeinrichtung (11') zum Erfassen einer ProzeB- 
groBe fur einen GarprozeB durch Anlegen einer MeB- 
spannung (Um) Oder eines MeBstromes an die Indukti- 
onsstruktur (5) bzw. Widerslandsstruktur und Messen 
der Impedanz der Induktionsstruktur (5) bzw. Wider- 
stands su-uktur als MaB fiir die ProzeBgroBe. 

16. Gareinrichtung nach Anspruch 14 oder Anspruch 
15, bei der die MeBeinrichtung (12) aus der gemesse- 
nen Induktivitat oder Kapazitat der MeBstruktur (7) 
bzw. der Induktionsstruktur (3) bzw. WiderstandssUiik- 
tur erkennl, ob sich ein Garguttrager oder Gargutbehal- 
ler im Bereich des Tragerkorpers (2) beftndet oder 
nicht. 

17. Gareinrichtung nach eineni der Anspruche 14 bis 


BNSDOCID <DE iqft14Q4<JA1 I > 


DE 198 14 

n 

16, bei der die MeBeinrichlung (12) den ohinschen Wi- 
dersland der MeBsiruklur (7 bzw. der Indukiionssiruk- 
lur (3) b/w. dor Widersiandssiruklur als MaB fiir cine 
Tcinperaiur an deni Tragerkorper (2) crfaBl. 

18. Gareinrichtung nach eineni der Anspriiche 14 bis 5 

17, bei der die MeBspannung (Um) der MeBeinrichlung 
(12) Frequenzanieile oberhalb 100 kHz, vorzugsweise 
bei eiwa 300 kHz, aufweisi. 

19. Gareinrichtung mil einer Sieuereinrichtung zum 
Steuern des Heizgeneraiors und des Induklionsgenera- lO 
lor und/odcr Vcrbinden des Heizgeneraiors mil der Wi- 
dersiandssiruklur und des Induklionsgenerators mil der 
Induklionssiruktur. 

20. GareinrichUing nach Anspruch 19, bei der die 
Sicuereinrichiung beim Angaren (Aufheizen) nur die 15 
Induklionssiruktur mil der Indukdonswechselspan- 
nung des Induktionsgeneralors oder die Induktions- 
slrukiur und die Widersiandssiruklur mil der Indukii- 
onswechselspannung des Indukiionsgeneraiors bzw. 
der Heizspannung des Heizgeneraiors versorgl. und 20 
nach Beendigung des Angarens zum Fortgaren nur die 
Widersiandsslrukmr mil der Heizspannung des Heizge- 
neraiors versorgl. 

21. Gareinrichtung nach einem der auf Anspruch 16, 
riickbezogenen Anspriiche und einem der Anspruche 25 
19 und 20, bei der die Sieuereinrichtung die Indukti- 
onssirukiur mit der Induktionswechselspannung des 
Induklionsgenerators und/oder die Widerstandssiruktur 
mil der Heizspannung des Heizgeneraiors nur dann 
versorgl, wenn die MeBeinrichlung (12) das Vorhan- 30 
densein eines Garguitragers oder Garguibehaliers er- 
kannl hai. 

22. Gareinrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, bei der der Tragerkorper aus mehreren 
Teiltragerkorpern zusammengesetzi ist, die jeweils ei- 35 
nen Teil der Induklionssiruktur iind/oder der Wider- 
siandssiruklur aufweisen, wobei die einzelnen Teile der 
Induktionsstruktur bzw. der Widerstandsstruktur elek- 
Irisch miteinander verbunden sind. 

23. Gareinrichtung nach cincm der vorhergehenden 40 
Anspruche, bei der die wenigslens eine Widerstand- 
sLrukiur und die wenigslens eine Induklionssiruktur in 
zueinander wenigslens annahernd konzenu^schen Teil- 
bcrcichcn der Obcrfiachc (20) des Tragcrkorpcrs angc- 
ordnei sind. 45 

24. Gareinrichtung nach Anspruch 23, bei der in ei- 
nem inneren Teilbereich eine Induktionsstruktur (3) 
und in einem auBeren Teilbereich wenigslens eine Wi- 
dersiandssiruklur (8) angeordnet sind. 

25. Gareinrichtung nach Anspruch 23 oder Anspruch 5o 
24, bei der in einem inneren Tfeilbereich eine ersle Wi- 
derslandsstxuktur (4), in einem auBeren Teilbereich 
eine zweiie Widersiandssiruklur (6) und in einem da- 
zwischenliegenden millleren Teilbereich eine Indukli- 
onssiruktur (5) angeordnet sind. 55 

26. Verfahren zum Herslellen einer Gareinrichtung mil 
folgenden Verfahrensschriiien: 

a) Bereiisiellen eines Tragerkorpers (2), 

b) Aufbringen einer in Form einer Spirale oder 
Spule mil wenigslens einer Windung ausgebilde- 60 
ten Induklionssiruktur (3) zum Erzeugen eines 
niagneiischen Indukiionsfeldes (B) auf eine Ober- 
flache (20) des Tragerkorpers (2), 

c) Aufbringen einer Widersiandssiruklur zum Er- 
zeugen .Toulescher Wanne auf die Oberflache (20) 65 
des Tragerkorpers. 

27. Verfahren nach Anspruch 26, bei dem die Indukli- 
onssirukiur (5*) und die Widersiandssiruklur (4') derari 
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auf die Oberflache (20) des Tragerkorpers (2) aufge- 
brachl werden, daB sic nach dem Aufbringen an dem 
Tragerkorper (2) haflen. 

28. Verfahren nach Anspruch 26, bei dem die Indukti- 
onsslruklur und die Widersiandssiruklur durch Auf- 
bringen einer gemeinsamen oder jeweils einer Schichi 
auf die Oberflache (20) des Tragerkorpers (2) und an- 
schheBendes Struklurieren dieser Schichi erzeugl wer- 
den. 

29. Verfahren nach Anspruch 28, bei dem jede Schichi 
aufgcspullerl wird. 

30. Verfahren nach Anspruch 28, bei dem jede Schichi 
aufgedampft wird. 

31. Verfahren nach Anspruch 28, bei dem jede Schichi 
aufgepreBi wird. 

32. Verfahren nach Anspruch 26 oder Anspruch 27, 
bei dem als Induktionsstruktur und/oder Widersiands- 
siruklur eine gemeinsame oder jeweils eine vorgefer- 
ligie Folic verwendei wird. 

33. Verfahren nach Anspruch 32, bei dem die Fohe an 
die Oberflache (20) des Tragerkorpers (2) angepreBt 
wird. 

34. Verfahren nach Anspruch 32, bei dem die Folie auf 
die Oberflache (20) des Tragerkorpers (2) aufgeklebt 
wird. 
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